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摘要：摘要内容。（篇幅250字左右）。摘要中有数据、有结论，是一篇完整的短文，可以独立使用，可以引用，可以用于工艺推广。摘要的内容应包含与论文同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也供文摘等二次文献采用。用第三人称，不使用“本文”、“作者”等作为主语。摘要一般应说明研究目的、实验方法、结果和结论等，重点是结果和结论。即在摘要的一开始就用一句话简要概括文章的主要工作，然后从方式方法和效果方面进行阐述，本工作解决了什么问题？如何做到的？效果如何？等等。具体可参考范例。
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EEACC：
0  引言
引言内容。
建议包括以下内容：①概述所研究领域的背景；②介绍相关领域前人已有的研究成果，还存在什么问题或不足需要解决；③简要说明作者研究的目的；④概括本文开展的研究工作。应言简意赅，不要与摘要雷同，不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识，在引言中不必赘述。
引用他人的研究成果，须标出参考文献（在引用处对引用的文献按照在文稿中出现的先后用阿拉伯数字连续排序，将序号置于方括号内，并视具体情况把序号作为上角标或作为语句的组成部分）。引言中最好不要有插图、列表和公式。
1  图表的规范化
1.1 图的规范化
正文内容。
文章中所有插图请用矢量图格式，即能够编辑图中的文字与线条。图中量的意义要在正文中加以解释。按在论文中出现的先后顺序编号并排在正文相应位置，在图下标注图题，有分图时分图用（a）（b）（c）等标识并给出分图题。
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（a）恒定衬底热导率    （b）随温度变化的衬底热导率

图1 总栅宽为12 mm功放芯片的温度-电流曲线
1.2 表格的规范化
正文内容。

表格的设计应该科学、明确、简洁，具有自明性。表格应采用三线表。表身中同一栏各行的数值应以个位（或小数点）对齐，且有效位数相同。上下左右相邻栏内的文字或数字相同时，应重复写出。表中“量”的意义要在正文中加以解释。
表1 表题
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1.2.1 量和单位的书写规则
正文内容。
正文、图表中的变量都要用斜体字母，矢量和张量使用黑斜体，pH采用正体。

注意区分量的下标字母的正斜体：凡量符号和代表变动性数字及坐标轴的字母作下标时，采用斜体字母。
单位符号采用正体字母。注意区分单位符号的大小写：一般单位符号为小写，来源于人名的单位符号首字母大写。

2  数学符号和数学式的编排规范
正文内容。
变量、变动附标及函数用斜体字母表示。在特定场合中视为常数的参数也用斜体字母表示。对具有特殊定义的函数和值不变的数学常数用正体字母表示。具有特殊定义的算子也用正体字母表示。矩阵符号用大写的黑斜体字母表示，矩阵元素用白斜体字母表示。同一个符号不能表示不同的物理量，多个字母不能作一个变量，如信噪比SNR在作为变量时需改为RSN，其中R是变量，用斜体；SN下角标为非变量仅作补充说明，用正体。
公式中第一次出现的物理量应在公式下面给出其表示的意义，如果公式是引用的请给出参考文献，如：

焊料粘塑性应变率（
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式中：A为粘塑性率；Q为活化能；R为理想气体常数；T为热力学温度；ξ为应力乘数；σ为等效应力；s为变形阻力；m为应变率灵敏度。
书写公式时把带有复杂上角标的指数函数
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3  结论
正文内容。
结论应以正文中的实验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，完整、准确、简洁地指出以下内容：①对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性；②与先前发表过的研究工作的异同；③本文在理论上和实用上的意义及价值；④进一步深入研究本课题的建议。

参考文献：（参考文献要求8个以上）
参考文献按在正文中出现的顺序编号，用方括号标于引文处右上角，并与文末参考文献序码对应一致。请勿引用尚未公开发表的资料，应符合各类文献著录规则，著录项目齐全。特别注意：期刊的卷号、期号要全；开始页码、结束页码要有；字母的大小写和标点符号要正确。
著录格式（采用标准GB/T 7714—2015）：

参考文献多作者的需给出前三作者名，采取姓前、名后，“姓”要全称全大写，“名”只留首字母并大写。例如期刊的格式为：“作者．文题[文献类型标识]．期刊名，年，卷（期）：起止页码.”。（文献类型标识有：专著M，论文集C，期刊J，学位论文D，报告R，标准S，专利P，其他Z等）。具体示例：
[1] JONES K S，PRUSSIN S，WEBER E R，et al. A systematic analysis of defects in ion-implanted silicon （首字母大写）[J]. Applied Physics ：A（每个英文单词首字母大写），1988，45(1)：342–347.
[2] 赵宇，吴洪江，高学邦，等. GaAs MMIC 宽带双平衡混频器的研制 [J]. 半导体技术，2009，34（12）：1220–1223.
[3] 白居宪. 低噪声频率合成 [M]. 西安（出版城市）：西安交通大学出版社（出版者），1995：50–70.

[4] HASTINGS A. 模拟电路版图的艺术 [M]. 张为，译. 2版. 北京：电子工业出版社，2007：423–454.
[5] WEN Z M，CHOO K F. The optimum thermal of microchannel heat sinks [C] // Proceedings of IEEE CPMT Electronic Packaging Technology Conference. New York，CA，USA（会议地址），1997：123–129. 
[6] 苗晓峰. S波段镜频抑制混频器小型化的研究 [D]. 太原（学校所在城市）：山西大学，2011.
[7] 王明. 关于中国半导体技术的发展[EB/OL]. （1998–08–16*发表或更新日期）[1998–10–04*引用日期]. http://www. eetchina. com/art.htm. 
[8] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC [EB/OL]. [2000–01–08*引用日期]. http://www.oclc.org/about/history/default.htm.

[9] 李尊朝，尤一龙，李昕怡. 一种硅纳米线场效应晶体管制备方法（专利题名）：CN102214586A（专利号） [P]. 1989–07–26.（公告日期或公开日期）
[10] 冯西桥. 核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析 [R].北京：清华大学核能技术设计研究院，1997.

[11] 中芯国际. 低噪声频率合成手册 [Z]. 上海：中芯国际（上海）公司，2005：50–70.
[12] 全国集成电路标准化技术委员会. 半导体集成电路TTL电路测试方法的基本原理：SJ/T 10735–96 [S]. 北京：中国标准出版社，1982：1–34.
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